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1,269,634. Semi-conductor devices. NATIONAL 
RESEARCH DEVELOPMENT CORP. 10 June, 
1969 [12 June, 1968], No. 28027/68. Heading 
H1K. A radiation detector comprises a slab of 
semi-conductor material having a PIN structure 
and having slots dividing opposite major faces 
into parallel ribs, the ribs on one face extending 
transverse to those on the other face, each slot 
extending to such a depth that it intersects the 
junction between the respective P- or N- type 
region and the l-type region. As shown, Fig. 1, a 
wafer 1 of P-type Ge doped with Ga has a series 
of parallel slots 5 sawn in one face to form ribs 3 
and is etched and ultrasonically cleaned to 
remove damaged material. A lithium-in-oil 
suspension is applied to the unslotted face of the 
wafer which is then heated to diffuse-in the 
lithium to form an N- type region with an N+ -type 
surface layer. The PN junction formed is reverse 
biased to cause the lithium ions to drift-in to form 
an I- type region 6 between the P- and N-type 
regions. Slots 4 extending at right angles to the 
slots 5 are then sawn in the upper face of the 
wafer to form ribs 2. The wafer is then etched 
and quenched in an aqueous solution of CaCI 2 , 
these steps being performed in such a manner 
that both sides of the wafer are exposed to the 
fluids. This may be achieved by using a 
stoppered funnel, Fig. 3 (not shown), or by 
supporting and rotating the wafer in the etch by 
means of a nylon clamp engaging the edges of 
the wafer. The wafer is then given a known 
clean-up drift. The ribs 2 and 3 are contacted by 
applying an In-Ga eutectic to the surfaces and 
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pressing on to each face a flexible insulating 
base, e.g. of fibreglass or plastics material, 
carrying goldplated contact strips tinned with 
indium. The In-Ga euteetic alloys to the P-type 
ribs 3 to provide a low-resistance P-type surface 
layer. The process steps are controlled so that 
the sets of grooves 4, 5 intersect the Nl and PI 
junctions respectively, to form an array of PIN 
diodes with co-ordinate connections. A gamma- 
ray camera. Fig. 2 (not shown), comprises a PIN 
diode array mounted with its lower face ribs (3) in 
thermal contact with a. plate (13) cooled by liquid 
nitrogen. A bias supply is connected via resistors. 
(8, 9) to the ribs (2, 3) so that the diodes are 
reverse biased. A gamma-ray source is viewed 
through a parallel hole collimator (7) the holes of 
which are aligned with the diodes of the array. 
Incidence of a gamma ray on a diode produces 
pulses at those electrodes, connected to the two 
ribs the intersection of which defines the diode. 
These output pulses are amplified and applied to 
a logic circuit which provides an output indicating 
the position of the point of the array on which the 
gamma ray impinged. 
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Augsburg, den 10. Junl 1969 



National Research Development Corporation, Kingsgate House, 
66-7* Victoria Street, London, S.W.I, England 



Strahlungs^-ftetektor, damit ausgerUstete Gammastrahlungskamera 
und Verfahren zur Herstellung von Strahlungsdetektoren 



Die Erfindung betrifft Strahlungsdetektoren, insbesondere 
Strahlungsdetektoren, die in Gammastrahlungskameras verwendet 
werden- kSnnen. Auflerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren 
zur Herstellung derartiger Detektoren sowie von Kameras, 
in denen derartige Detektoren verwendet werden kSnnen. 

Es 1st bereits vorgesohlagen worden, Strahlungsdetektoren 
herzustellen, die aus einer Platte aus Halbleiterraaterial 
mit parallel en Anschluflstreifen. an Jeder der beiden Platten- 
seiten bestehen, wobei die Platte einen Ihtrinsikbereioh 
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aufweist, der zwischen Berelche entgegengesetzten Leitungs- 
typs liegt, und wobei die Streifen auf der einen Seite quer, 
vorzugsweise rechtwinkelig zu den Streifen auf der anderen 
Seite verlaufen. Ein derartlger Detektor stellt seiner Wirkungs- 
weise nach eine zweidiraensionale Anordnung einzelner p-l-n- 
Anordnungen in einero elnzigen Bauteil dar. 

Bei elnem solohen Detektor kann es sich jedoch erweisen> 
dafl der spezlfische Widerstand des Halbleiterraaterials nicht 
ausreicht, urn eine Wechselwirkung zwischen den beiden Anschlufl- 
streifen zu verhlndern. 

Durch die Erflndurig soil die Aufgabe gelSst werden, bei 
solohen Strahlungsdetektoren derartige Wechselwirkungen zwischen 
den Ansohluflstreifen zu vermeiden. 

Im Sinne der L» sung die ser Aufgabe beinhaltet die Erfindung 
einen St rahlungs detektor rait einer Platte aus Halbleiterraaterial* 
die zwei Berelche entgegengesetzten Leitungstyps an entgegen-iw 
gesetzten Plattenseiten und eine dazwischenliegende Intrinsic 
schicht aufweist, und welcher gemM der Erfindung daduroh 
gekennzelchnet 1st, dafl in die Platte Schlitze geschnitten sind, 
welche die jeweiligen Plattenseiten in parallellaufende 
Rippen aufteilen, wobei die Rippen der einen Plattenseite: quer 
zu den Rippen der anderen Seite verlaufen, dafl ferner die 
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Anordnung so getroffen 1st, dafl die Ubergange zwischen der 
Ihtrinsikschicht und die sen beiden Bereichen Jewells innerhalb 
der Rippen llegen, und dafl sohliefllich zu jeder Rippe ein 
elektrischer Anschlufl besteht. 

Die Rippen slnd vorzugswelse so angeordnet, dafl sie auf 
der elnen Selte der Platte rechtwlnkllg zu den Rippen der 
anderen Selte verlaufen. 

Die Erfindung beinhaltet aufierdem die Anwendung derartiger 
Strahlungsdetektoren auf Gammastrahlungskaineras, welche dadurbh 
gekennzeichnet 1st, dafl Hilf selnrlchtungen mit den elektrlschen 
Anschltlssen des Strahlungsdetektors verbunden slnd, mit deren 
Hilf e eine Vorspannung an die Rippen der entgegengesetzten 
Plattenseiten angelegt wird und dafl welter elne Schaltung 
vorgesehen 1st, die durch Impulse betreibbar 1st, welche ihrer- 
seits von auf den Detektor auftreffenden Gammastrahlen erzeugt 
werden, und die anzeigt, auf welchen Tell der Intrinslkschicht 
ein Gammastrahl auf getroffen 1st. 

Schliefllioh beinhaltet die Erfindung ein Verf ahren zum 
Herstellen eines erfindungsgem&flen strahlungsdetektors, 
welches durch folgende Verfahrenssohritte gekennzeiohnet 1st: 
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a) Anbringen von Schlitzen an der elnen Seite der 
Halbleiterplatte aus Material einee bestimmten 
Leitungstyps, 

b) Elndiffundleren elnes Dotierungsmaterials In die 
andere Seite der Platte, um elnen Bereioh entgegen- 
ge8etzten Leitf Hhigkeitstyps zu erzeugen, 

o) Durohdriften des Dotierungsmaterials duroh die 
Platte, um die Intrinsiksohioht herzustellen, bis 
die Orenze ztrisehen dieser Intrinsikaohioht und dera 
Bereioh des genannten Leitungstyps innerhalb der 
Rippen atif dieser Seite der Platte liegt, 

d) Blldung der Sohlitze an der anderen Seite der Platte 
derartj dafi die Grenze zwisohen der Intrinsikschioht , 
und dera Bereioh des genannten entgegengeeetzten Leitungs- 
typs innerhalb der Rippen dieser anderen Seite der 
Platte liegt, und 

e) Xtzen und Absehreoken der art, dafl belde Plattenselten 
glelohzeitlg der frel uinlaufenden Xtz- bzw. Abschreck- 
flUssigkeit ausgesetzt Bind. 

Zum besseren VerstMndnis der Erf indung wird nach- 
stehend ein AusfUhrungsbelspial derselben anhand der Zeiohnungen 
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besohrleben, die folgendes darstellen: 

eine per spektivi ache Ansicht eihes 
erf indungsgemaflen Gammastrahlungs- 
Detektors, 

elne sohematische Darstellung einer 
Gaimnastrahlungskamera mlt elnetn 
Detektor nach Pig. 1, 

eine sohematische Darstellung elnes 
Sohrittes des Herstellungsverfahrens 
ftlr den Detektor nach Fig. 1. 

Fig. 1 zeigt eine Platte 1 aus hoehreinem p-Germanium, 
das lithiumdotiert 1st, vim einen p-i-n-Aufbau zu erzielen, 
und deren beide Seitenfiachen gemttfl der Erf indung durch 
Sohlitze 4 bzw. 5 in Rippen 2 bzw. 5 unterteilt sind, derart, 
dafi die Rippen 2 reohtwinklig zu den Rippen 3 verlaufen. 
Die Schlitze 4 und 5 slnd so tief, dafi die i-n- und p-i-tfbergange 
innerhalb der Rippen 2 und 5 Uegen. Die Oberflaohe der 
oberen Rippen 2 liegen in einem Bereich geringen spezif isohen 
Widerstandes und die Oberflttchen der unteren Rippen 3 
liegen ebenfalls in einem Bereich geringen spezif isohen Wider- 
standes, so dad Ohm^ohe Kontakte zu den p- und n-Bereichen 
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der tlatte 1 hergestellt werden kSnnen. 

Die Bereiche geringen spezifischen Widerstandes an den 
Oberflttchen der oberen Rlppen 2 werden durch vorheriges 
Dotleren dieses Plattenteiles rait einer sehr hohen Lithium- 
konzentration erreicht, wHhrend die Bereiche geringeren 
spezifischen Widerstandes an der Oberf l&ehe . der unteren 
Rippen 3 In welter unten dargestellter Weise hergestellt 
werden. Die Intrinslkschicht der Platte 1 wird somit in eine 
Anzahl von Absohnitten unterteilt, die Jewells rait einem 
p-i-Ubergang an eine der Rlppen 5 angrenzen, wodurch im 
Effekt eine Anordnung von einzelnen p- i-n- Anordnungen ent- 
steht. 

2 

Bel einer ausgeftlhrten Anordnung 1st die Platte 12,3 cm 
grofi und 5 mm stark, die Rlppen 2 und 5 sind 2 mm breit, 
die Schlitze 4 1 mm breit und 2 mm tief und die Intrinsik- 
sohicht 1st 2 mm stark. 

Bin griiflerer ZHhlungswirkungsgrad lttBt sich durch 
ErhBhen der Starke der Intrinsikschicht auf beisplelswelse 
10 mm erzlelen, wodurch eine stfirkere Absorption der Gamma- 
strahlen erfolgt. Dafttr 1st eine stHrkere Platte 1 erforderlich. 
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Bel einem zweiten ausgeftlhrten Detetctor 1st die Platte 
4,7 cm groB und 11 mm stark gewHhlt worden, wobel die 
Intrlnsikaohlcht etwa 8 mm stark wurde. Die Schlitze 4 
haben die glelohen Abmessungen wle belm ersten Beispiel. 

Die Aftschlttsse an den Rlppen 2 und 3 ktthnen In Sohaltungs- 
drucktechnlk ausgeftttxrt warden, lndera goldplattlerte Kontakt - 
strelfen auf elnem blegsamen Isolierenden Untergrund erzeugt 
werden, z.B. auf Fiberglas Oder elnem unter dem Handelsnamen 
KEPTON bekannten Kunststoffmaterial; wobel dlese Strelfen 
naoh GrSfle und Anordnung Jewells den Oberselten der Rlppen 2 
und 3 entsprechen* Auf die Rlppen 2 und 3 wlrd ein Indium* 
Galllum-Eutektikum aufgebracht, d.h. die goldplattierten 
Kontakt strelfen werden mlt Indium "verzinnt" und dann auf die 
Rlppen 2 und 3 gepreflt. Die goldplattierten Strelfen werden . 
in der tibliohen Welse an BasisansohlUsse gefUhrt. Das 
Indium-Oallium-Eutektlkum geht elne Leglerung mlt dem p- 
Gerraanlum eln, aus dem die unteren Rlppen 3 bestehen, woduroh 
der Kontakt mlt gerlngem spezlflschen Wlderstand zum Germanium 
entsteht* Dlese AnschlUsse sind in Pig. 1 der ttberslchtllehkelt 
halber weggelassen. Es 1st wichtlg, dad die Kontakte zu den 
p- und n-Bereichen der Platte 1 gerlngen spezlflschen Wider- 
stand haben Oder wenigstens Ohm'sohe Kontakte sind, bzw. 
sle sollen Ubergfinge zwlsohen verschiedenen Dotierungsniveaus 
derart haben, daB, wenn die Gesamt anordnung in Sperriohtung 
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betrieben wird, Jeder dleser Ubergahge In Durohlaflrichtung 
betrieben wird. Wird das nicht erreicht, so ergibt sioh ein 
Verstarkungsverlust . 

In Fig. 2 1st die Schaltung einer Gammas trahlungskamer a 
gezeigt, die einen Detektor nach Fig.l verwendet. Oamma- 
strahlen aus einer (nioht dargestellten) Quelle passieren 
einen Kollimator 7 mit parallelllegenden Durchl&ssen. Diese 
Durchlasse mit Jeweils quadratisohem Querschnitt sind auf die 
betreffenden Abschnitte der oben besehriebenen liitrinsikschicht 
gerichtet. Jede Rippe 2 ist jeweils uber einen Wlderstand 8 an 
eine positive Vorspannung geschaltet, und jede Rippe J Ubez* 
einen Widerstand 9 1st jeweils an eine negative Vorspannung ange 
legt. Jede Rippe 2 ist auflerdem uber einen VerstSrker 10 mit 
einer logischen Schaltung 11 verbunden und jede Rippe 5 ist 
an einen VerstSrker 12 angelegt. Beim Einf alien eines Oamma- 
strahls auf einen bestimmten Abschnitt der Intrinsikschicht 
wird von der jeweils entspreohenden Rippe 2 ein negativer 
Spannungsimpuls und gleichzeitig von der entspreohenden 
Rippe 3 ein positiver Spannungsimpuls erzeugt. Die loglsche 
Schaltung 11 kann in ihrem Aufbau einer Schaltung nach Fig. 8 
in dem Aufsatz von HOFKER et al. (IBEE Trans. Nucl. Sci. 
NS-13 (1966), 208) entsprechen, und ihr Ausgang zeigt an, 
auf welchen Abschnitt der Intrinsikschicht der die beiden 
Ausgangsimpulse veranlassende Gammastrahl aufgef alien ist. 
Die Verstarker 10 und 12 kSnnen verhaltnismaflig einfach 
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tfufgebaut sein und brauohen daher nichtteuer zu sein. 

Der Detektor 1 wird auf der Temper at ur fltlssigen Stick- 
. stoffs gehalten, indent man ihn eine Metallplatte 13 berUhren 
lttflt, die ihrerseits durch Bertihrung mit dem verfltlssigten 
Gas gektihlt wird. In Fig. 2 ist zwischen der Platte 13 und 
dem Detektor der Klarheit der Zeichnung wegen eln Zwischenraum 
angegeben; bei der praktlsohen AusfUhrung berUhren die Rippen 3 
des Detektors die Platte 13* sind jedoch elektrisoh gegen sie 
isollert. 

Nach Fig. 2 sind die n-Deltungsrippen 2 gegen den 
Kollimator 7 hin gerichtet, jedoch kann der Detektor auch 
umgedreht werden, ao daB die p-Leitungsrippen 3 zum Kollimator 
weisen. 

Der in Fig. 1 gezeiohnete Detektor besteht aua einem 
hoohreinen Qermanium-Einkristall, zum Beispiel einem nach 
Czochralskl gezttchteten Oder einem zonenhomogenisierten 
Einkristallstttck, Sein spezif ischer Widerstand betrSgt 10 bis 
30 Qhm.om und seine Mindest-Lebensdauer ist grBfler als 
500/(sec. Der Kristall ist in der Orientierung (111) aufgebaut 
und zur Herstellung einer p-Deitung mit Gallium dotiert. 
Die Versetzungsdiohte und der Sauerstoffgehalt sind so nledrig 
wle mSglloh gehalten, urn eine Lithiumdrlft zu erleiohtern, 
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die einen Schritt bel der Herstellung des Detektors darstellt; 

12 

auf jeden Fall sollte der Sauerstof fgehalt unterhalb 10 
Sauerstoff-Atoraen je cm*' liegen. 

Der Detelctor wird in folgenden Schritten hergestellt :- 

(1) Von dem Einkristall wird rait einer diamantbesetzten 

p 

Sage ein 0,5 cm starker Streifen von 2,3 cm abgetrennt. 

(2) Mit der gleichen SSge werden die Schlitze 5 ge- 
schnitten, urn die Rippen 3 herauszustellen. 

(3) Der Streifen wird in einer L&sung von HP und HMO^ 
geatzt, urn Oberfl&chenschSden zu beseitigen und wird .... 
mit Ultraschall in TrichlorSthylen und anschlieflend 
in Methylalkohol getrocknet. 

(k) Sine Suspension von Lithium in 01 wird auf die 

nicht geschlitzte Selte des Streifens aufgebracht, 
der auf etwa 400° C erwSrmt worden ist, und der 
Kristall wird 15 bis 20 min lang auf dieser Temperatur 
gehalten, so dafl das Lithium zuerst einmal in den 
Kristall bis in eine Tiefe von 0,5 nim bis 1 mm 
hineindif fundiert • 

Danach werden Kontakte an den entgegengesetzten Seiten 
des Streifens angebracht und eine Spannung angelegt, welche 

909851/1328 
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die nach dem Schritt (4) entstandene Diodeneinrichtung in 
Sperrichtung betreibt* Unter der Wirkung des angelegten Potentials 
driften Lithium-Ionen durch den Kristall und kompensieren Akzeptor 
Verunreinigungen in dem Kristall, wodurch eiiie Intrinsik- 
sohicht ira JCristall entsteht* Die Driftrate hfingt sowohl von 
der Kristalltemperatur, als auoh von dem Potential ab und 
daher mtlssen Maflnahmen zur genauen Steuerung der Temperatur- 
verh&ltnisse ergriffen werden, Eine hierfilr geelgnete Methode 
1st die Austtbung des Driftprozesses in Luft, wobei der 
Kristall zwischen zwei Thermonioduln eingespannt und die 
Temperatur der Moduln mittels einer Steuerschaltung durch den 
die Anordnung durchfliefienden Strom gesteuert wird, so dafi 
der Driftprozefi bei gleichbleibenden EnergieverhSltnissen 
ablSuft. 

5) Die Lithiumdrlft gegen die geschlitzte FlSche hin wird so lange 
fortgesetzt, bis die Intrinsikschicht etwa 2 mm stark ist und etwa 
0,5 mm in die Rippen 3 hineinreicht, wobei der Rest der anfSnglich 
diffundierten Schicht einen n-Leitungsbereich darstellt, 

6) In die nicht geschlitzte Flache werden Schlitze 2 geschnitten, 
deren Oberflachen nun die Kontakte mit niedrigem spezifischen 
Widerstand gegenUber den n-Leitungsbereich bilden. 



909851/1328 



1929569 



(7) Der Streifen wird nochmale gefitzt, wozu elne LBsung 
von HP und HgOg dient, worauf Abschrecken in elner 
wttsserigen LBsung von CaClg (10 g/1 demineralisierten 
Wassers) erfolgt. Oetrocknet wird in einem Stick- 
stoff stroro (vgl. de Witt und McKenzle, 11th Scintill- 
ation and Semi- Conductor Counter Symposium, 
Washington, February, 1968). 

(8) Der soweit hergestellte Detektor erhttlt eine "clean-up 11 
Drift durch Anwenden der bekannten Methoden. 

(9) Der p-Leitungsbereich mit niedrlgem spezifischera 
Wlderstand wird in der beschrlebenen Weise herge- 
stellt und die AnschlUsse werden in der ebenfalls 
bereits beschrlebenen Weise angebracht. 

Wie in der Halbleitertechnik Ublich, sind die Schnitte 
mit Yorslcht vorzunehraen, damit der Kristall nur mttglichst 
geringe BearbeitungsschKden davontrflgt. 

Bel der Ausftlhrung des oben angegebenen Schrittes (7) 
hat es sich als wesentlich herausgestellt, dafi zun&chst 
die XtzflUssigkeit und dariach die Abschreckflttssigkeit 
frei zlrkulieren und glelchzeltig alle Oberfiachenfceile 
des Detektors errelchen kdnnen. Wenn dlese VorgSnge etwa 
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in elnem Becher rait flaohem Boden vor sich. gehen, f lndet 
die Flttssigkeitkeinen freien Zugang zu der Detektorseite, 
die den Becherboden berttnrt, selbst wenn die Fllissigkeit 
uogertthrt wird. Selbst wenn der Detektor anschlieBend 
uragedreht und die Fltissigkeit nochmals umgertlhrt wird, 
sind kelne befriedigenden Ergebnisse zu erreichen. Die 
Oberflaohenisolation zwischen den Rippen 1st dann ungenttgend, 
urn nur geringes "Ubersprechen" und einen niedrigen Rausch- 
pegel zu gewHhrleisten. 

Das abschlieBende Atzen und Abschrecken wird daher 
vorzugsweise in einem Gefttfl vorgenonmien, dessen QrundflSche 
an der Innenseite konkav 1st, so dafl der Detektor die Innen- 
seite nur an einzelnen Punkten bertlhrt. Zum Beispiel wird 
nach Pig. 3 ein Rundfiltertrichter 14, dessen Auslauf 15 
verstBpselt ist, als geeignetes GefSB betrachtet, und nach 
dem Abschrecken kann ein Trockenstrom aus stickstoffgas durch 
den freigelegten Auslauf eingeleitet werden. 

Die Platte kann aber auch in eine Nylonklammer gesetzt 
werden, die zwei Oruppen Messerschneiden aufweist, welche 
so angeordnet sind, dafl sie senkrecht zu den Rippen auf den 
Jeweiligen Plattenseiten verlaufen, und Platte und Klammer 
kBnnen in dem Ktzbad von einem Blektromotor in geeigneter 
Weise gedreht werden, zum Beispiel mit 10 Oradrehungen Je Minute. 
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^l^JBtrahlungsdetektor mit elner Platte aus Halbleiter- 
material, die zwei Bereiohe entgegengesetzten Leitungstyps 
an entgegengesetzten Plattenseiten und eine dazwischenliegende 
Intrinsikschicht aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB in 
die Platte (l) Schlitze (4, 5) geschnitten sind, welche die 
Jeweiligen Plattenseiten in parallellaufende Rippen (2, >) 
aufteilen, wobei die Rippen der einen Plattenseite quer zu 
den Rippen der anderen Seite verlaufen, daB ferner die 
Anordnung so getrof fen 1st, daB die UbergSnge zwischen der 
Intrinsikschieht und diesen beiden Bereichen Jewells innerhalb 
der Rippen (2, 3) liegen, und daB schliefllich zu jeder Rippe 
ein elektrischer Anschlufl besteht. 

2. strahlungsdetektor nach Ansprueh 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Rippen (2) der einen Seite der Platte (l) 
rechtwinklig zu den Rippen (3) der anderen Seite der Platte 
verlaufen. 

3. strahlungsdetektor nach Ansprueh 1 Oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Platte (1) aus Germanium besteht. 

4. Anwendung von strahlungsdetektoren nach einem der 



$09651/1328 



ORIGINAL INSPECTED 



1929569 



Ansprttche 1 bis 5 auf Qarnmastrahlungskameras, dadurch gekenn- 
zeichnet, da8 Hilfseinriehtungen (8,. 9) mit den elektrisohen 
Anschlttssen des StrahXungsdetektors verbunden slnd, mit 
deren Hilfe eine Vorspannung an die Rlppen (2, 3) der ent- 
gegengesetzten Plattenseiten angelegt wird, und dafl welter 
eine Sehaltung (10, 11, 12) vorgesehen 1st, die durch Impulse 
betreibbar 1st, welche lhrerseits von auf den Detektor 
auftreffenden Garamastrahlen erzeugt werden, und die anzeigt, 
auf welchen Tell der Intrinsikschicht ein Gammas trahl aufge- 
troffen ist. 

5. Anwendung nach Anspruch k, gekennzeichnet durch 
eine Hilf seinrichtung (13) zum Aufrechterhalten einer vor~ 
gegebenen Detektortemperatur. 

6. Yerfahren zum Herstellen von Strahlungsdetektoren 

nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte: 

a) Anbringen von Sohlitzen an der einen Seite der 
Halbleiterplatte aus Material eines bestlmmten Leitungs- 
typs, 

b) Eindiffundieren eines Dotierungsmaterials In die 
andere Seite der Platte, urn elhen Bereich entgegen- 
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gesetzten Leitfahigkeitstyps zu erzeugen, 

c) Durchdriften des Dotierungsmaterials durch die 
Platte, tun die Intrinsiksohicht herzustellen, bis 
die Grenze zwischen dieser Intrinsiksohicht und dem 
Bereich des genannten Leitungstyps innerhalb der Rippen 
auf dieser Seite der Platte liegt, 

d) Bildung der Schlitze an der anderen Seite der Platte 
derart, dafl die Grenze zwischen der Intrinsiksohicht 
und dem Bereich des genannten entgegengesetzten 
Leitungstyps innerhalb der Rippen dieser anderen Seite 
der Platte liegt und 

e) Xtzen und Abschrecken derart, daB beide Plat tense it en 
gleichzeitig der frei umlaufenden fftz- bzw. Abschreok- 
flilssigkeit ausgesetzt Bind. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Ktzen und Abschrecken in einem Gefafl vorgenommen wird, 
das so geformt 1st, dafl die Platte die Gefaflinnenflache 
nur an einzelnen Punkten berUhrt* 
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